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【背景】半導体 BaSi2 は地殻中に豊富に存在する元素から構成されており、太陽光に対する優れ

た光吸収特性を持つことから、次世代の薄膜太陽電池材料として注目されている 1)。一方で、BaSi2

中に存在する格子間侵入サイトに磁性 3d遷移金属元素が侵入した場合、ハーフメタル性を示すと

の第一原理計算による理論予想が示されており 2)、スピントロニクスへの応用も期待できる。し

かし、BaSi2への磁性 3d 遷移金属元素の添加実験は報告例が無いことから、本研究ではスパッタ

リング法による磁性元素添加 BaSi2薄膜の作製と磁気特性の評価を目的とした。まずは、undoped 

BaSi2薄膜の作製に取り組んだ。 

【実験】RF マグネトロンスパッタリング法により、Al2O3(11-20)基板上に BaSi2薄膜を堆積した。

堆積温度を 600 °C、膜厚を 250 nm、RF入力を 100 W、基板と BaSi2ターゲット間の距離を 10 cm

で固定し、Ar圧力のみを 0.08 ~ 3.0 Paの範囲で変えた。これらの試料について、電子線マイクロ

アナライザーによる組成分析を行い、Ba:Si 比の Ar 圧力依存性を調べた。また、Si(111)および

Al2O3(0001)基板上にも BaSi2薄膜を作製し、面外 X線回折(ω-2θ XRD)で評価した。 

【結果】Ar圧力が上がるにつれて BaSi2の堆積レートは

下がり、Ba:Si比は 1:2に近づいた。3.0 Paにおいては

Ba:Si比 1:2が実現し、基板とターゲット間の距離が 20 

cmの場合の先行研究の報告例と傾向が一致した 3)。本

実験では基板とターゲット間の距離は 10 cmのため、

報告例よりも堆積レートが数倍から十数倍程度大きく、

ターゲット上へのBa板の追加 3)が無くても充分な堆積

レートと Ba:Si比 1:2を両立できた。Fig. 1に Ar圧力

3.0 Paで作製した試料の ω-2θ XRDパターンを示す。基

板の種類に関わらず、全ての試料で多結晶 BaSi2薄膜の

形成を確認できた。今後は磁性元素添加に取り組む。 
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Fig. 1 ω-2θ XRD patterns of the samples. 
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